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Abstract of DE1 9641 839 

A semiconductor device structure having an epitaxial 
layer 12, formed of silicon for example, is disposed on 
a high band-gap material 1 1 , such as silicon carbide, 
which is in turn disposed on a semiconductor substrate 
10, such as silicon. The high band gap material 
achieves a charge concentration much higher than that 
of a conventional semiconductor material for the same 
breakdown voltage. This structure may be used in a 
MOSFET or a diode. The region 1 1 is a drift region of 
lower resistance than silicon and provides a higher 
critical avalanche field. The MOSFET may be of the 
trench type with a polysilicon gate. 
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FIG, 1 
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)Halbteher-Bautail 

) On Hilblanarfoautefl waist eine botepleltwoisa mm SHWum 
gebildete Epltaxlal-Schteht (12) auf, die mrf etnam allien 
groSen Bandabetand aufwefoendan Mitarial (11), wle zum 
Belaplel SHizfumoerbid angaordhet tot, daa selneraeita euf 
alnem Halbleftertubetrat (10), wle zum BefspteJ sue SllWum, 
•ngeordnat let Das elnen grofcen Bandabatand a ufwefeande 
Material enielt alne LadunoakonzantretJon, cfla fOr dla 
gtalohe Pigchbni ohaap atinunq wesentiteh hdher let alt die 



SOURCE 




BUNDESDRUCKEREt 03.97 702020/887 



8/23 



DE 196 41 839 Al 

Bescfareflning 

Dfa Erfmdung bezieht sich auf efai HaJblcbc^Btutdl and tesbcsonderc aaf Hocha^ 
le, die eine hi>faBLdtflhig^ 



- SBritimaiWd (SIQ hat emea grOBeren Bandabstand ab Sffizinm (Si)l so daB aitsprechciid SC eln hdheres 
faitiscliesckktiisc^ 

Betnebsverhaltens vergficnen mh S&aum fOr Hochspaimtmgs-Bagteac besteht to emzemen hat 3C-SC dn 
ungcfahr 4-fach boberes kritfeches elektrischca lawinendurchbruchafeld als Si; 6H-SiC hat cin ungefahr 8-maI 
hohcres kritisches efektrisches Uwmewiurcnbnmhsfett ab Si and 4H-SK hat cin ungefthr 10-mai grdBcres 
10 kritiscbes dektrisches Lawinendcrdilmjchsf^d ab SL Das habere kritische dektrische Fdd von fflC ermfigficht 
cm ittokcw !>>tlcnmg and dflm 
teflmragft^mhttbB^ 

Derzeit bestebt jedoch em Problem mit SSOBautcflen darin, daB es schwierig fct, Dotienmgsmhtd fat das 
SiC-Material einzudiffimcfieren. Im einzehien erfordert die Diffusion von Dotferongsnibtem in SiC Tcmperatn- 
15 ran bnBer^ von 1800^C En wdterca Problem b^ 

cme niedrige MOS-Kana^TViger^Mobffitgt anfwrist so daB bd Verwendimg von SiC ab rfn gmalm^ al in 
emcm Hdbldter-Bantea cfie I^hfthigfceit dcs Kanals verschlechtert werden kann. 

Der Erfmdung liegt dm Anf^ 
das die vorstehenden Probfeme besettfgt and eine hohe LehfaW^eit und hone Dinxhbnidispaniitinaen anf- 
20 went 

DfcseAuigabewirddunmcne 

Vorteilhafte Ansgestal tungen umi Weherbadungen der Erfmdimg ergeben sich ans den Unterauspruchen. 
Dfc Nachtefle der bekannten SiC-Bauteile werden erfeAmgsgeinaB dadurch besdtigt. daB eine Halbkiter- 
struktur geschaffen wirdl die eine dunna Kpitaxiabchicht am Si auf einem Hauptkdrpcr ant SC-Materhu 4 
a emachfiefit Bei einer bevorzugten Ausluhrtmgsforni 1st die dimne Ephairialschicht nngefahr 3 urn dick Die 
Strakturder vortiegenden Erfindimgkaim bei einem Leistung^MOSFET, einem Gniben-L^istung^MOSFETT, 
emer Diode und anderen Halbleit er-Bauteilen verwendet werden. 

Umdw Kostenzaverrhigenvkaimdie 
(es warde m der Lheratur tericht et, daB 3C-SiC dnf ach anf SI art gewachscn weiden kann). Diese Strofcturea 
K-^uic™^ em Leistungs-MOSFET mh einer epitaxial aufeewaduenen Sffirio nw c M eht kdimen in emer 
i SglrimiirLeistimgs-MOSFET^ unter Verwendimg vorhandener Verfah- 



ren 



Die Pi if ibc i ekhe der cfie Struktur gemfiB der vorfiegenden Erfmdung verwendendcn Bautcfle (ami Bdspiel 
Leistnngs-MOSFET^X bcstehen hauptea^Mch aus SiC, iind, wefl die Dotierung vonSiC wesentBch hflher ab die 
as von Si sein kann (wahrend gtechzettig me gidche Spammng wie bei einem ubfichen Si-Bauteil zulassxg istl 
ergeben dm netxen Bauteibtrukturen gemftB der votiiegenden Erfiudung niedrigere Ebschahwidemitade ah 
Bbhche Si-Lcistungsbauteile. Es sei jedoch bemerkt, daB die D o r c h bni cfaspaininngcn der BaoteHstrnfctaren 
gemftB der Erfmdung immer noch durch das kritische Fdd an der P-Hanptkfri^ 
schkht beatinmn sh4 die znnm^ 
40 welse von mehr ab 60 Volt) wird erwartet, daB die BameflstralOuren der vorfiegenden Erfmdung 20%-90% 
medrigere EQnschdtwidentSnde vergiichen mh nb&chen Si-Bauteilen ergeben. 

Bd den nenen Strukturen gemfiB der vortegenden Brfindting; kann die P-rmuptkdtperVr^-Driftberek^ 
Grenzschicht cntweder vollstandig in Si oder an der Si/SiC-Hetero-Grenzschicht ausgebiidet werden. Fflr cfie 
grBBte Verbesserung wird bevorzugt daB die Si^chicht djmner 1st, und daB die P-HaimtkiVrper-Diffiiak^ 
45 derart ausgefuhrt werden, daB die P-HaoptkikperVN"-Drifroerek^ in SiC ansgebMet wer- 

deaDerartigeStrukturaerfbrdem 

und langen Zehpcrioden, vergiichen mh der Diffusion von Dou'enmgsmhtein in SL 

Es sd bemerkt. daB Stniktoren, die ammre gro&e Bandabstande anfwebende Hamldtemateriaiien verwen- 
den, ansteflc dea angegebenen SiOMaterials verwendet werden konnen und immer noch von der vorDegenden 
50 Erfbdung cimfaBt sind. 

AarfQhnmgsfaeispteie der Erflndung werden im foigenden anhand von in der Zexdimmg dargcfitcDten AusfOh- 
nmgsbebpiden noch nfiher eritotert 
In der Zdchnnng zejgen: 



Fig. I eteen Qaerschnht ernes Lebtunga-DMOSFET-Bauteua, das dne Struktur gemflfi der vor&egenden 
55 Erfmdung verwendet 

Fig. 2 einen Querschnitt eines Sdiottky-Obergangs-Dk)denbauteus, das eine Struktur gemafl der vorliegen- 
den Erfindnug verwendet, 

F|g, 3 einen Querschnitt eines Graben-Leistimgs-MOSFET-Bauteila, das dne Struktur gemlfi der vorifegen- 
den Erfmdung verwendet, 

6o Fig. 4 einen Querschnitt durch eine abgefinderte Atisfuhrungslorm ernes Lebtungs-DMOSFET-Bautdb, das 
eine Struktur gem2B der vorfiegenden Erfindung verwendet 

Fig. 5 einen Querschnitt emer abgefinderten AusfQhrungsform eines Graben-Lcstungs-MOSFET-Bauteils, 
das doe Struktur gemafi der vortiegenden Erfmdung verwendet, 
Fig. 6 einen Querschnitt einer Grenzscbicht zwbehen einem P-Lettungstyp-Sliizium und einem N-Ldtungs- 
65 tvp-Sflizhimcarbid und eine entsprechende E-FddverteOung langs der Grenzschtcht gemflfi des Bantetb nach 
Fig. 4 der vorfiegenden Erfmdung, und 

F1& 7 einen Querschnht einer eine hdhere Spannung ermogBchenden Grenzschicht der Bauteil^tnikturnach 
Fig. 1 sowie cfie entsprechende E-Feldverteilung. 
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In den beigefCgten ZeJczinungen zeigt Fig. 1 eme neuartige SK>Ld$tung$-DMOSFET^truktur gemfiB der 
vortiegenden Erfindang; bd der em N-Lehangstyp-SK>Drlftbereidi It Ober einem N + -Sl-Substrat 10 von 
Qbiicncr Art angeordnet 1st Der SK>Berefe*llbtstirkerdotiertilaSi50da6derSK>Bcre^ ein en geringeren 
spezfflschen Wldcratand anfwdat, ab bekannte SS-Driftberdcbe, wfihrend glekhxcitig eme hohe Durchbruchs- 
pannung bdbebalten wird One drd M&rometer dicke N'-EpHaxml-Sdddit 12 wird axtf der Obersdte des 5 
SiC-Berdches 11 aufgewachsen. Obfiche Ixbtungs-MOSFET<Jrenzsdiichtai (wie zum Bdspid die P'-Kanal- 
bereicbe 1% K die P^-Hauptkdrper-Berdcte 14 IS, die N + -Sourcebereiche 17, 18, das Fojysffiztam-Gate 1% 
das Gate-Oxid 20^ cm Zwischcnschkht-Oxid 21 raid cin daruberiiegender Source-Kontakt 22) werden anf der 
N~-Eprtaxiafcducht 12 angeordnet En Drain-Kontakt 23 ist an der Untcrsdte des Substrata 10 angeordnet 

Untf R fy^iym^mft «nf Pig, 6 wiitl g«dgt. diB die I .arfimjftmenge in (km SiC-Bcrcich 11 mehr ab drehnal so 10 
gro8 wie (Be von SSGzium fQr die gieicbe Durchbrucfaspanirang ist Fig. 6 zeigt eine Grenzschfcht 50 vom 
P-Ldtimgstyp-Si 51 und vom N-Ldtungstyp-SC 52, wobd das entsprecbende B-Fdd ebcnfa Bs ang egefren 1st 
Urn cinen nledrigeren Emschaltwiderstand far den Drif tbercicb verglichen mit einem Si-MOSFET zu erziBlen, 
soO die Driftberdch-Da^fung (Nd) zur Unterstutzung der hohen Spamrong hocfa sein, nod die Driftberekbs- 
Dfcke (W) zur UhterstOtzong der hoben Spaminng soflte ktem sem. Mit anderen Worten beiBt dies, daS der .13 
Driftberekh in der Lage sein soflte die Sperrspairaung mit emer hohen Dotienmg (Nd) and oner mmimalen 
Dicke (W) zu iinterstfltzen. 

An der Grenzscbicht 50 ergflrt das Gansa'scne Gesetz, daBdiefoIgemknQekAangengultigsmd: 

ssi*Esi - esc»Esc 20 

E«a - (esi/ssi)»E®c 

Ha » 0£2-Esrcf0r3C-SiC 

Esc« l,21«E&fur3C-&G 

Im aUgememen getten far dne gidchfermige Dotienmg in dem Driftberdcb die folgenden Bcdcbungen; 25 

worinEcdasfaitiscbcUwmendurchbrucbsfcW 
Eac-Ul»Eca 

dS qff D 

Stelgung des E-Feldes «■ — - 35 

dY e 

Die Dr^tberekfas-Dotienmg Nd ist proportional zu Edrifum rod die Drtftberefcbs-Dkke W ist proportional 
zua <o 

Die vorstebende GieJebung zeigt daft danrit das B-Fdd Ober die kfirzeste Stredce anf Null absinkt (fttr eine 
mimmale Driftberdcfas-Dicke W), die Dictetoizitatskonstante des Driftberdcfas-Materials (a) so niedrig wie 
mdgfich sdn soflte. 

Daber soflte fur erne hdbere Driftberdchs-Dotiening der Driftberdcb aus einem Material mh einem ha heren 
kritischen I^wmendurcfabruchsfeki verghchen mitSflizimn gcbDdet werden. 45 

Fur cine klemere Dickc des Driftberdches soflte der Driftbereich aus einem Material mit emer vergHchen mit 
Silizhim nledrigeren Dietektrizhtofconstante hergesteBt sein. 

SiC bat em grdBeres kritfacbes La wmcndurcbbnicbsfeld und eine medrigere Diekktrizitttekonstante vergli- 
SL 

Somh ist SiC sebr gut als Driftberekhs-Material gedgnet und zur Abscnkung des Widerstandes des Driftbe- so 
rdches soilte der Driftberdcb im wesentlicfaen am einem Material wie SiC bergestcllt werden. 

GcmfiB Fig. 1 kann irgendeine gewtoscbte Topobgie bd der Schaffung von Grenzscbkhten in der N ~ -Epita- 
xial-Scbicht 12 verwendet werden, wodurcb andere Bauteile mit MOS-Gate-Steoerung gemfifl der vorfiegenden 
Erfindung gewonnen werden kfimetL 

Fig. 2 zeigt eine Scbottky-Obergangs-EHode, die eine Struktur gemaB der vortiegenden Erfindung verwendet 55 
Den Elenienten nacb Fig. 1 ahnliche Elcmente wnrden mh den gleichen Bezugsziffem bezdehnet Der Hauptun- 
terscbied zwiscben den Struktrnm nacfa den Fig. 1 und 2 besteht darin, daS (T) der Berdcb 12 keine Grenzschicht 
aufweist (statt dessen kann em abScfaer Scbutzring verwendet werden), und daB (iH die Kathode 22a vorzugswei- 
se era Material mit groBer Abtoseenergfep wie zum Bdspid Morybdan oder dergletohen, ist Wie dies wdter oben 
erwahnt wurde, ist die Ladungsmenge in dem SiC-Material fur die gleicbe Durcbbrucbsspannung wesentlich so 
hfiher als die von so daB die Lehmhigkdt des Bauteil s gegenOber Oblichen Bauteilen mit der gideben 
Durcbbrucbsspannung verbessert ist 

Fig. 3 zeigt einen Graben-Letstungs-MOSFET, der dne Struktur gem&8 der voriiegenden Erfindung verwen- 
det Im dnzelnen ist eine P-Sibaum-Schjcht 30, die sich von einem P + -Korper 31 aus erstrecbt, gegen ein 
GateOxyd 32 angeordnet das den in dem Silizium eingeatzten Graben auskleidet Der Graben ist mh einem 63 
Poty-SQizium-Gate 33 gefOHt Em N + -Source-E>iffusionsbereich 34 ist in die Bereicbe 3031 eindiffundiert und 
ein Source-Kontakt 22 ist auf den Berdchen 31 und 34 und dem GateOxyd 32 angeordnet Wie dies wdter oben 
erwahnt wurde, ist die Ladungsmenge in dem SiC-Material FQr die giekhe Durcbbrucbsspannung wesentficb 

3 



DE 196 41 839 Al 

hftherab die von SL 

Dm Bautefl nach Fig. 4 ist erne abgeanderte Amftthnmgsform ernes MOSFET gemiB der vorHegcnden 
Erfmdung und ist fthnfich dem nacfa Fig. L Bd dcm Banteil nacfa Rg. 4 stehen die P+-Basen 15 tmd 16 cfirekt mit 
dem SiC»Drtfnfrereicfa 11 in BcrflltfUx^wodurcfa due veiglckiiswcisc actnnafcre EpiUtiial-Sctiicht t2 verbleibt 

Das Bautefl nach Fig. 5 ist ahnh'ch dem nach Flg> 3* mh def A tana fame, dafi die Grenzschicht zwfcchen dcm 
P + -Bcreich 31, dem P-Bereicfa 30 und dcm N-Bcreicfa 1 1 an der Si/SiC-Hetero<}renzschk±t gebildct ist 

Die vorstchenden Beispjcle strilen IcdSgfrch efdgo denkbarc AurfOhmngafonnen dar y wobri vidfBltige Abto* 
deTpqgeoundliodiBiartfcmcp^ 

Patent a nsptflcfae 

U Halblcherfaatrtcfl mil einem HaMefa c i su b slr at (10^ dadurch gek^mzeichnet; dafi eln dnen groBen 
Band-Abstand aufwdsendes end emeu D riftbc refcfabtktendes Material (ll>auf dent Hafetetom fastrat (10) 
angeordnet ist, und daB cine Bpitaxialscfaicbt (12) aus Hdbtotermaterid auf dem ernes groBen Bandabstand 
aufweisenden Material (11) angeordnet ist 

2, HalMcherbantefl nacfa. Anspracfa 1, dadurcfa gekennzekfanet daB das einen DriftbereJch bfldende, einen 
groBen Bandabstand anfwebecde Material (11) em Material mit nfedriger Dieiektrizhdtskonstante and 
hoher TragerbewegHcfakeh ist 

X Hafoleiterbanteil nach Anspruch 1 oder 2, dadnrcfa gekennzdefanet, daB me Epitaxiai-Sdndit (12) aus 
Halblehennateriai ungef&hr 3 urn dick ist 

4, Halbleherbauteil nacfa ein em def Anspruche 1 bis 3, dadurcfa gekennzekfanet daB das Material des 
H afhleit e rsubau a n (10) SBdmn ist 

5. Halbkherbautefl nacfa emem der vornergehenden Ansprncfae, dadurcfa gdramzekfanet, daB das einen 
Drifiberefcfa b fldende, dnen groBen Bandabstand aufweisende Materid (It) S ifid i iinc arbid ist 

& Halbteherbaoteil nach einem der vorhergehgnden Ansprucfae, dadnrcfa grkpnnTfiicbnct daB die Ephaxial- 
Schicht (12) aus Halbleitermaterial Sffizhun ist 

7* IffaBMffitftrbaufdl Ansp^udi 1, dadiFrofa g ^V^ w n ^ y ^rHn ct ^ ^ B das ^ifla ferial des tif w Ib fe^^^wibstra ts (10) 
Sihzium ist dafi das einen Drtftbereich bfldende Materid (11) mit groflem Bandabstand Sflhinmrarbid ist 
und daB die Epitaxial-Scfaicht (12) ans Halbkatermaterial SiKzhnn ist 

a MQSFET-HatoleiterbauteB mit einem dotiertem Halbletter-Substrat dadurcfa gekennzekfanet dafi em 
einen Drifimercicfa bfldendea douertes* dnen groBen. Bandabstand aufwdsendes Materid (12) anf dem 
cbtierten HalUeiteT'Siibstrat 

groBen Bandabstand aufweisenden Materid (11) angeordnet nt 
9LM05PET>IMiieiteri»tttdiM 

de, do ties te, einen groBen Bandabstand aufweisende Materid em Materid mh niedriger Didektrndt&ts- 
Konstante und hofaer Tragerbe wegncfakezt ist 

10. MOSFHT-Halbleiterbauteil nach Anspruch fi oder 9, dadurcfa gekcmizeichnet daB die EprtaDd-Schicht 
(12)amHaMdtennateridu^ 

XL MOSFBT-Halblelterbauted nacfa einem der AnsprBcfae 8 bis 10, dadurcfa getamzdefanet, dafi das 
Halhlriter-Substrat-Material (10) aus Smziuni besteht 

12 MOSFET-HalMeherbautefl nach emcm der Ansprncfae 8 bis 11, dadurch gekeimzeichBet daB da* einen 
Driftber ek^b Odende, einen grofien Bandabstand aufweisende Materid (1 1) Siftzhnncarbid ist 
131 MOSPBT-HalbleiterbanteO nacfa emcm der Ansprucfae 8 bis 12, dadurcfa gekennzeicnnel, daB die 
Epi ta d a ^Scfalcfatfl^ans HalMeitermaterid SSafann ist 

1 4. MOSFET-Halbleterbauteil nacfa Anspracfa 8, dadnrcfa gekennzekfanet, dafi das Halbfciter-Substrat-Ma- 
teriaL (10) StOzium 1st daB das einen Driftbercich bikiemie, einen groBen Bandabstand aufweisende Materi- 
d (tl) Sifizimiicarbid ^ md dafi dfe 

13. Hattucitetxfiode mit dnem dotjarten Halbleitersubstrat dadurcfa gekennzeiennet dafi dn emen DriBbe* 
rcicfa bDdendes dotiertea, dnen groBen Bandabstand anfweisendes Material (11) anf demdotjerten Halblei- 
tersubstrat (10) angeordnet bt und daB eine dotierte Epitasial-Scfaicfat(l^ aus Halbiehermaterud auf dem 
dnen grofien BanoVubstandanfweis^ 

16. Halbleiterdiode nacfa Anspruch 15, dadurcfa gekennzeichnet dafi das einen Driftbcreich bfldende dotier^ 
te, einen groBen Bandabstand aufwdseode Matoial ( 1 1 ) ein Materid nrit medrigo" Didektrizhits-Komtan- 

te und eincr hohen Trigerbewegiichkeit ist ( 

17. Halhleherdiode nacfa Anspracfa 15 oder 16, dadurch gekeunzdehnet, daB die Epnaxid-Schicht (12) aus 
Ha&leitennateruUuiigefaJv 

18. Halbleherdiode nach einem der Ansprucfae 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet daB das Halblettersub- 
strat- Materid (lO)Silizium ist 

19. Halbleherdiode nach einem der Ansprucfae 15 bis 18, dadnrcfa gekeirnretdinet, dafi das dnen Driftbc- 
reich bildende, einen gmflen Bandabstand aufwdaende Material (1 1) Sffidumcarbid ist 

2a Hdbleherdiode nacfa einem der Ansprucfae 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet dafi die Ephaxial-Scmcht 
(12) aus HaiWettermaterid SUizhnn ist 

21. Halbleherdiode nacfa Anspruch \% dadurcfa gekennzekfanet dafi das Halbiehersubstrat-Materid (10) 
Silizhim ist und dafi das einen Driftbcreich bildende, emen grofiem Bandabstand aufweisende Materid 
Sumumcarbidlst 

22. Halbldterbauteil nach einem der Ansprucfae 1 bis 7, dadurcfa gekeonzekhnet daB das HalbleherbauteO 
ein Graben-Leistungs-MOSFETist 

23. Halbleitcrbautcil nach einem der Ansprucfae 1 bb 7, dadurch gekennzeichnet dafi weherhin Ldstungs* 
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MOSFET-Grenzschichtcn oberhalb dcr Epitaxial-Schicht angcordnet *md and P + -Hauptk6rpcr-Berefche 
(15, 16X N + -Sourc©-Bcreiche (17, 18), ein Poty-Sffizmm-Gato (1% dn Gate-Oxyd (20) nod dn darQbcrfie- 
gender Sourcc-Kontakt (22) vorgesehen smd, die allc oberhalb dcr Epitaxial-Schicht (12) angeordnct smd. 

24. HalWciterbautefl nach einem dcr vorhergehenden AnsprGche, dadurch gekennzdchnet, daB em Drain- 
Kontakt (23) unterhalb des HalWehcrstibstrats (10) angcordnet bt s 

25. HalMeiterbantefl nach cincm dcr AnsprOcbe 1 bis 14, dadurch getemzeichnet, da8 die cine hohe 
Spamnmg na te ra t fltae nde P-Hauptk6rpcr-/N WfeCrtttOcMctt an etncr Heteffo^jfenacfcfch! zwfechcn 
dcr EpitaxiaJ-Schicht und dcm einen groBen Bandabstand aufwdsenden Material gebikiet bt 

26. Halbleherbaotcfl nach eJncm dcr AnsprCche 1 bb 14, dadurch gekennzeichrat, daB die cine hohe 
Spannimg unterstfltzeiric Grenzs^^ to 
Epitaxial-Scmcht ausgebfldet 1st wobd das dnen groSen Bandabstand aufwebende Material von. der 
OberflJtehe am defer angcordnet 1st, abrireGrcnzschkht 

27. HaMchcrbautB3 nach cincm dcr Ansprfichc 1 bb 14, dadurch gekeiiiizdchnet, daB die hohe Spanmmg 
unteratfltzende Grenzschicht zwischco dcm P-Hauptk£rper-Berekh und dcm N"-Driftberdch in dcm 
ripen groBen Bandabsta n d aufwdsenden Material aMgebSMet bt wofad die Hctcro-G mmtchfcht zwlschen is 
der Epitaxial-Schicht and dem eincn groBea Bandabstand aufwdsenden Material von der Oberflftche bus 
flacher angeordnet 1st, ab die Grenzschicht zwbehen dem P-Hanptk5rper-Beretch and dem N + -Driftbe- 
reich* 
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ZBCHNUKGEN SBTE 3 Nummer: DB 18641 839 A1 

IntCI. 8 : HOI L 29/TO 

Offanlegungstag: 16. Mai 1997 
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FIG. 7 
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